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１．はじめに p-GaN エピ層に対してオーミック接触をとることが難しく、ショットキーダイオ

ード(SBD)特性の報告例が少ない[1]。前回、p-GaN 層の下に p+-GaN 層を敷いた層構成によりダ

ブル SBD構造においても良好な特性が得られた[2]。これは p+-GaN層の横方向伝導により擬似オ

ーミック電極(対極)の実効面積が広がったためと考えられ、エピ基板裏面に対極を取った評価も

可能であった。今回はこの構造を用いて p-GaNエピ上のショットキーバリア特性を評価した。 

２．実験方法 自立 c面 n-GaN基板上に MOCVDにより n-GaN層、p+-GaN層([Mg]=3E+19cm-3)と p-GaN

層([Mg]=5E+16cm-3)を順次エピ成長した(図 1)。ショットキー電極(200umφ)として p-GaNエピ層

表面に Niを蒸着し、対極として基板裏面に Alを蒸着した。ショットキー電極と対極間の CV特

性(1kHz)、IV特性を評価した。 

３．結果 CV特性は順方向に電圧を印加してもヒステリシスがなく、繰返し測定しても電圧シフ

トがなく、通常の SBD特性が得られた。実効アクセプタ濃度 Na-Ndは Mg濃度の深さ分布と概ね

一致し、p-GaN層の Na-Nd は 3.9E+16cm-3であった(図 2)。順方向の IV特性は理想状態係数 nが

1.3と熱電子放射モデルに近く、急峻な電流変化が得られた(図 3)。障壁高さφbは 2.0eVと n-GaN

層の SBD(φb～1.0eV)と比較して大きく、内蔵電位(1.9eV)から推定される障壁高さ(2.2eV)に近

かった。SBD電極を Alとした場合は n=2.2と大きく、仕事関数の大きな金属(Ni,Ptなど)とする

ことで急峻な IV特性が得られることがわかった。今後は p-GaN層の深いトラップ準位や MOS界

面などの特性を調べる。  

謝辞：本研究の一部は総合科学技術・イノベーション会議の SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）「次世

代パワーエレクトロニクス」（管理法人：NEDO）によって実施された。 

参考文献：[1]Huang et.al.,Appl.Phys.Lett.,68,(1996),2392. Shiojima et.al., Appl.Phys.Lett.,74,(1999) 

,1936. [2]松山等,第 77回応物学会秋季学術講演会予稿集,(2016),14a-P6-18.  

n-GaN層(2um)

p+-GaN層(1.5um)

p-GaN層(0.7um)

c面n-GaN基板

対極

SBD電極

Vg

 

0

5E+16

1E+17

1.5E+17

2E+17

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

N
a-

N
d
、

M
g濃

度
(c

m
-
3
)

深さ(um)

Mg濃度

Na-Nd（電極径補正）

 

1.E-10

1.E-09

1.E-08

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

0 1 2 3 4 5

J
f
(A

/
c
m

2
)

Vf (V)

Ni電極

Al電極

 
 

Fig.1. Stracture 

of SBD sample 
Fig.2. Concentrations of 

acceptor and Mg 
Fig.3. Forward IV 

characteristics 

第65回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2018 早稲田大学・西早稲田キャンパス)17p-P12-2 

© 2018年 応用物理学会 12-123 13.7


